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(57)【要約】
【課題】　陰極の電子注入障壁を低く維持したまま、陰
極を厚膜化して電気抵抗を下げ、低電圧駆動を可能にし
ても、リーク修復性に優れ、且つ機械的な信頼性に優れ
た有機ＥＬディスプレイを提供する。
【解決手段】　陽極５と、有機発光層を含む有機ＥＬ層
６と、陰極９とが順次積層された有機ＥＬディスプレイ
において、陽極５がデータラインを形成し、陰極９がデ
ータラインに直交するスキャンラインを形成しており、
陰極９が、有機ＥＬ層６に一方の面が接する第１金属層
７と、この第１金属層の反対面側に存在する第２金属層
８との２層以上で構成され、第２金属層８が、第１金属
層７の融点よりも低い融点を有する合金で構成されてい
ることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極と、有機発光層を含む有機ＥＬ層と、陰極とが順次積層されている有機ＥＬ素子を
備えた有機ＥＬディスプレイであって、前記陽極がデータラインを形成し、前記陰極が前
記データラインに直交するスキャンラインを形成しており、前記陰極が、前記有機ＥＬ層
に一方の面が接する第１金属層と、この第１金属層の反対面側に存在する第２金属層との
２層以上で構成され、前記第２金属層が、前記第１金属層の融点よりも低い融点を有する
合金で構成されている有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】
前記第２金属層が、アルミニウムとマグネシウムの合金、アルミニウムと亜鉛の合金、銀
とアルミニウムの合金、銀とマグネシウムの合金、又は銀と亜鉛の合金で構成されている
請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】
　前記第１金属層が、アルミニウム、銀、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、又はリチウ
ムの単体金属で構成されている請求項１又は２に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項４】
　前記第１金属層の厚さが１００ｎｍ以下である請求項１～３のいずれか一項に記載の有
機ＥＬディスプレイ。
【請求項５】
　前記第２金属層の厚さが１００ｎｍ以上である請求項１～３のいずれか一項に記載の有
機ＥＬディスプレイ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高精細で視認性に優れ、携帯端末機または産業用計測器の表示など広範囲な
応用可能性を有する有機エレクトロルミネセンス（以下、有機ＥＬという）ディスプレイ
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は陽極および陰極より、ホールおよび電子を注入して有機ＥＬ層より発光
させる自発光素子である。この有機ＥＬ素子を組み込んだディスプレイは、現在フラット
パネルディスプレイの主流である液晶ディスプレイに比較して、視野角が広く、応答速度
が速いので、携帯電話、携帯パソコン用次世代のフラットパネルディスプレイとして開発
が進められている。
【０００３】
　図２に従来のボトムエミッション型有機ＥＬ素子の層断面構造を示す。まず、基板１上
に、有機発光素子の発光域の光を吸収しＲＧＢ各光を発光するように各色を発する蛍光材
料を含む色変換層２をそれぞれ高精細にパターニングし、ＲＧＢ発光領域を形成する。こ
の発光領域を覆うように、平坦化層３およびガスバリア層４を形成し、その上に導電性透
明膜からなる陽極５、有機ＥＬ層６、およびアルミニウム等の金属電極からなる陰極２１
を順に積層する。そして陽極５－陰極２１間に所定の電圧を印加するとＲＧＢ発光するの
で、フルカラーの発光型ディスプレイを構築することができる。
【０００４】
　有機ＥＬディスプレイの駆動方式としては、パッシプマトリクス方式とアクティブマト
リックス方式が知られている。パッシブマトリクス方式とは、ストライプ状の陽極と陰極
を互いに直交するように配置し、一方をデータライン、他方をスキャンラインに割り当て
、各ラインの端にあるトランジスタからバイアス電圧を印加し交叉点のサブピクセルを発
光させる方法である。アクティブマトリックス方式は、パッシブマトリクス方式を改良し
たものであり、各サブピクセルにトランジスタ等のアクティブ素子を配置して、サブピク
セル毎に電圧の印加を制御する方法である。
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【０００５】
　サブピクセルにプロセス上の不具合によりリーク等の欠陥が生じると発光をしなくなる
だけでなく、同じ陽極線上のサブピクセルにリーク電流が回り込むことにより輝線が発生
するという問題もある。そこで、リーク箇所を修復するため、一般に、陽極線と陰極線と
の間に逆バイアス電圧を印加することによりリーク箇所に逆方向電流を流し、熱的に焼き
切ることが行われている（例えば、特許文献１）。熱的に焼き切るためには、リーク箇所
の電極を熱により蒸発させるか、溶融凝固させることにより穴を開けている。なお、特許
文献１には、陰極に、ＡｌＭｇやＭｇＡｇといった合金を用いることや、ＭｇとＡｌの２
層の膜の積層体を用いることが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－５１３８４号公報（段落００７９、０１６６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　通常、陽極がデータラインに、陰極がスキャンラインに選ばれるが、スキャンラインに
は各サブピクセルに流れた電流が積算されるので、取り出し電極に近くなるほど電流量が
大きくなる。そこで、データラインとしては電気抵抗率が低いほど電圧降下が少なくなる
。特にパッシブマトリクス方式では、図３に示すように、陰極で構成されるスキャンライ
ン３１には、サブピクセルに流れる電流が、取り出し電極に近いほど加算される。従って
、以下の式（２）に示すように、電圧降下Ｖはスキャンライン方向のサブピクセル数ｎの
２乗に比例して増大し、結果的に駆動電圧を高くする必要がある。
【０００７】

【数１】

（式中、ｎ：サブピクセル数、ｒ：素子（接触抵抗を含む）等の負荷抵抗、Ｉ：素子を流
れる電流値）
【０００８】
　また、一般的に、有機ＥＬ層と接する陰極に求められる機能としては、（１）電気抵抗
が小さく電力の損失が少ないこと、（２）有機ＥＬ層への電子の注入障壁が小さいこと、
（３）リーク箇所の破壊が熱的な蒸発乃至溶融凝固が容易にできること、更に（４）プロ
セスが容易で、基板等の他材との密着性が良好で寸法の確保や機械的強度が確保できるこ
とが挙げられる。
【０００９】
　例えば、従来アルミニウムが、陰極用材料として採用されているが、銀は、アルミニウ
ムに比べて電気抵抗率が小さく（機能１）、仕事関数もアルミニウムより小さく（機能２
）、蒸気圧もアルミニウムより高いので破壊孔を作りやすい（機能３）。しかしながら銀
は、ガラス基板等の他材との密着性が不充分となる場合があり、機械的な信頼性（機能４
）に欠ける。このように陰極に要求される機能の一部を改善しようとすると、他の機能が
悪化してしまう。すなわち、陰極に要求される機能の一部を劣化させることなく、他の機
能を改善できるようにする必要がある。
【００１０】
　そこで本発明の目的は、上記問題点に鑑み、陰極の電子注入障壁を低く維持したまま、
陰極を厚膜化して電気抵抗を下げ、低電圧駆動を可能にしても、リーク修復性に優れ、且
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つ機械的な信頼性に優れた有機ＥＬディスプレイを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明に係る有機ＥＬディスプレイは、陽極と、有機発光層
を含む有機ＥＬ層と、陰極とが順次積層されたものであって、前記陽極がデータラインを
形成し、前記陰極が前記データラインに直交するスキャンラインを形成しており、前記陰
極が、前記有機ＥＬ層に一方の面が接する第１金属層と、この第１金属層の反対面側に存
在する第２金属層との２層以上で構成され、前記第２金属層が、前記第１金属層の融点よ
りも低い融点を有する合金で構成されていることを特徴とするものである。　  　　　　
【００１２】
　前記第２金属層は、アルミニウムとマグネシウムの合金、アルミニウムと亜鉛の合金、
銀とアルミニウムの合金、銀とマグネシウムの合金、又は銀と亜鉛の合金で構成されてい
ることが好ましい。前記第１金属層は、アルミニウム、銀、マグネシウム、カルシウム、
亜鉛、又はリチウムの単体金属で構成されていることが好ましい。前記第１金属層の厚さ
は１００ｎｍ以下が好ましい。前記第２金属層の厚さは１００ｎｍ以上が好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、陰極を上記構成とすることで、陰極の電子注入障壁を低く維持したま
ま、陰極を厚膜化して電気抵抗を下げ、低電圧駆動を可能にしても、リーク修復性に優れ
、且つ機械的な信頼性に優れた有機ＥＬディスプレイを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、本発明の有機ＥＬディスプレイに組み込まれる有機ＥＬ素子の一実施の形態を
模式的に示す断面図である。本実施の形態の有機ＥＬ素子は、ボトムエミッション型であ
り、基板１の上に、色変換層２、平坦化層３、ガスバリア層４、陽極５、有機発光層を含
む有機ＥＬ層６、陰極９が順に形成されたものである。
【００１５】
　陰極９は、有機ＥＬ層６と一方の面が直接接する第１金属層７と、この第１金属層７の
反対面に接する第２金属層８との２層の金属層で構成された積層体である。すなわち、第
２金属層８は、有機ＥＬ層６に直接接していない。
【００１６】
　第１金属層７の材料は、電子注入性を考慮して、アルミニウム、銀、マグネシウム、カ
ルシウム、亜鉛、リチウムなどが好ましい。これらの材料の合金でもよいが、電子注入性
の安定を考慮すると純金属、すなわち１種類の単体金属が好ましい。
【００１７】
　第２金属層８の材料は、リーク箇所の自己修復をより容易にするため、２種類以上の金
属を合金化することによりこの合金の融点が第１金属層７の融点、例えばアルミニウムの
融点６６０℃、銀の融点９６１℃、マグネシウムの融点６５０℃、カルシウムの融点８５
０℃、亜鉛の融点４１９℃、リチウムの融点１８１℃以下となる材料の組み合わせとする
。合金の融点の下限は、有機ＥＬ素子が正常に動作している限り、１３０℃以上になるこ
とはないので、１５０℃以上の融点であればよい。
【００１８】
　第２金属層８の材料としては、例えば、アルミニウムとマグネシウムの組合せが好まし
い。図４に、アルミニウムとマグネシウムの二元状態図を示す。この合金ではいずれの組
成でも、融点がアルミニウムの融点６６０℃よりも低くなる。また、マグネシウムの組成
比が１９～８８原子％の範囲では、融点が６００℃以下になり、自己修復の際の陰極９の
溶解が容易になる。更にマグネシウムの組成比が３９から６９原子％の範囲では、融点が
４５５℃以下になり、より容易に溶解が生じ得る。
【００１９】
　そのため、逆バイアスを印加した際にリーク箇所への電流集中で発生したジュール熱で
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リーク箇所が焼ききれる際に第２金属層８の融点がアルミ単体の金属の場合よりも融点が
下がり溶融して破壊孔ができるまでの熱容量が小さくなる。結果として、破壊孔が生成可
能な膜厚の限界が合金化によって厚くなる。更に陰極が厚膜化できるので、陰極配線の電
気抵抗を下げることができる。
【００２０】
　第２金属層８の材料として、アルミニウムと亜鉛の組合せも好ましい。図５に、アルミ
ニウムと亜鉛の二元状態図を示す。この合金ではいずれの組成でも、融点がアルミニウム
の融点６６０℃よりも低くなる。また、亜鉛の組成比が１７原子％以上、１００原子％未
満の範囲では、融点が６００℃以下になり、自己修復の際の陰極９の溶解が容易になる。
更に亜鉛の組成比が５０原子％以上、１００原子％未満の範囲では、融点が５１０℃以下
になり、より容易に溶解が生じ得る。
【００２１】
　第２金属層８の材料として、銀とアルミニウムの組合せも好ましい。図６に、銀とアル
ミニウムの二元状態図を示す。この合金ではアルミニウムの組成比が５０原子％以上、１
００原子％未満の場合、アルミニウムの融点６６０℃よりも低い融点となる。また、アル
ミニウムの組成比が５７～８０原子％の範囲では、融点が６００℃以下になり、自己修復
の際の陰極９の溶解が容易になる。更にアルミニウムの組成比が６５～７５原子％の範囲
では、融点が５７０℃以下になり、より容易に溶解が生じ得る。
【００２２】
　第２金属層８の材料として、銀とマグネシウムの組合せも好ましい。図７に、銀とマグ
ネシウムの二元状態図を示す。この合金ではマグネシウムの組成比が６８～１００原子％
の場合、アルミニウムの融点６６０℃よりも低い融点となる。また、マグネシウムの組成
比が７０～９５原子％の範囲では、融点が６３０℃以下になり、自己修復の際の陰極９の
溶解が容易になる。更にマグネシウムの組成比が７５～９０原子％の範囲では、融点が５
８０℃以下になり、より容易に溶解が生じ得る。
【００２３】
　第２金属層８の材料として、銀と亜鉛の組合せも好ましい。図８に、銀と亜鉛の二元状
態図を示す。この合金では亜鉛の組成比が５９原子％以上、１００原子％未満の場合、ア
ルミニウムの融点６６０℃よりも低い融点となる。また、亜鉛の組成比が８０原子％以上
、１００原子％未満の範囲では、融点が６００℃以下になり、自己修復の際の陰極９の溶
解が容易になる。更に亜鉛の組成比が９０原子％以上、１００原子％未満の範囲では、融
点が５４０℃以下になり、より容易に溶解が生じ得る。
【００２４】
　第１金属層７の厚さは、仕事関数を改善するためには１０ｎｍ以上であることが好まし
い。より好ましい下限は３０ｎｍであり、より好ましい上限は１００ｎｍである。なお、
第１金属層７としてカルシウムを用いる場合、カルシウムは外部へ取り出すことに適さな
いので、蒸着するときメタルマスクで有機ＥＬ層６上のみに形成するようにする。また、
第１金属層７として銀を用いる場合も同様にメタルマスクで有機ＥＬ層６上のみに形成す
る。そしてガスバリア層４やガラス基板１部の配線は第２金属層８が接するようにすると
よい。これらの材料はいずれも第２金属層８に比べ、低融点もしくは高蒸気圧であるので
リーク修復性に間題は生じない。
【００２５】
　第２金属層８の厚さは、電気低抗を下げる目的で積層するので、３０ｎｍ以上であるこ
とが好ましい。またリーク修復機能を確保するため、１μｍ以下であることが好ましい。
より好ましい下限は１００ｎｍであり、より好ましい上限は５００ｎｍある。
【００２６】
　第１金属層７及び第２金属層８の形成方法としては、電子ビーム蒸着、加熱蒸着法、レ
ーザーアブレーション法等を採用することができる。
【００２７】
　本発明の有機ＥＬディスプレイでは、図示していないが、陽極５はデータラインを形成
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し、陰極９はデータラインと交叉するスキャンラインを形成している。スキャンラインに
はサブピクセルに流れる電流が取り出し電極に近いほど加算されるので、電圧降下が特に
深刻な問題となる。従って、電圧降下を抑制して、ディスプレイの低電圧駆動を可能にす
るために、陰極に上述の積層構造を採用する。この積層構造は、有機ＥＬディスプレイを
アクティブマトリクス方式で駆動させた場合にも、駆動電圧の低減などの効果を奏するが
できるが、上述したようにパッシブマトリクス方式により駆動する場合に特に効果的な電
圧降下の抑制、駆動電圧の低減を実現できる。
【００２８】
　陽極５は、透光性導電性材料からなる膜であり、例えば、Ｉｎ－Ｔｉｎ酸化物（ＩＴＯ
）、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物（ＩＺＯ）等を用いることができるが、ＩＴＯを成膜するときには
２００℃以上の基板加熱が必要であり、加熱による後述の色変換層やカラーフィルタの劣
化がある。一方ＩＺＯは成膜時に加熱の必要がないので、ＩＺＯの方が望ましい。陽極５
は、例えば、マグネトロンスパッタ法で形成することができる。陽極５の好ましい厚さは
、３０～５００ｎｍである。
【００２９】
　有機ＥＬ層６は、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、電子注入層から
構成することができるが、この構成に特に限定されず、陽極５および陰極９に電圧が印加
されることによって生じる正孔および電子が再結合することで発光する有機発光層を少な
くとも含む構造であればよい。具体的には、陽極５と陰極９に挟まれる有機ＥＬ層６は、
例えば、以下に示すような構造が挙げられる。
（１）陽極／有機発光体層／陰極
（２）陽極／正孔注入層／有機発光体層／陰極
（３）陽極／有機発光体層／電子注入層／陰極
（４）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光体層／陰極
（５）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光体層／電子輸送層／陰極
（６）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光体層／電子輸送層／電子注入層／陰極　
【００３０】
　有機ＥＬ層６における各層の材料は、特に限定されず、公知のものを使用することが可
能である。有機発光層の材料は、所望する色調に応じて選択することが可能であり、例え
ば青色から青緑色の発光を得るためには、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、
ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキソニウム化合物、スチリルベ
ンゼン系化合物、芳香族ジメチリディン系化合物等を使用することが可能である。　
【００３１】
　電子注入層の材料としては、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、またはＣｓ等のアルカリ金属；Ｂａ、Ｓ
Ｉ等のアルカリ土類金属；希士類金属；あるいはそれらのフッ化物、アルミキレート（Ａ
ｌｑ）等を使用することが可能であるが、これらに限定するものではない。さらに、電子
輸送層の材料としては、Ａｌｑ３、ベンズアズールを使用することが可能であるが、これ
らに限定するものではない。
【００３２】
　正孔注入層としては、銅フタロシアニンを使用することが可能であるが、これに限定す
るものではない。正孔輸送層としては、４，４’－ビス［Ｎ－（ｌ－ナフチル）－Ｎ－フ
ェニルアミノ］ビフェニル、トリフェニルジアミン（ＴＰＤ）等を使用することが可能で
あるが、これに限定するものではない。
【００３３】
　有機ＥＬ層６の成膜方法としては、材料が高分子系か低分子系かにもよるが、例えば、
真空蒸着法、イオン化蒸着法、ＭＢＥ法、インクジェット法等を採用することができる。
有機ＥＬ層の好ましい厚さは、５０～３００ｎｍである。有機ＥＬ層６の陽極５と反対側
の面には、例えば、ダイヤモンドライクカーボン膜、アモルファスカーボン膜等からなる
図示しない保護膜を設けることができる。
【００３４】
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　基板１としては、各発光単位からの出射光波長について透明な材質であれば特に限定さ
れず、例えば、ＳｉＯ2ガラス等の基板ないしフィルム状の透明基板を採用することがで
きる。基板１と色変換層２との間には、所望により、カラーフィルタ（図示省略）を形成
することができる。
【００３５】
　カラーフィルタは、発光された光の波長を選択的に吸収又は透過させることによって出
射される光の色純度を向上させる機能を有するフィルタである。例えば３原色を用いたフ
ルカラーディスプレイ等では、青色（Ｂ）であれば４００ｎｍ～５５０ｎｍ、緑色であれ
ば５００ｎｍ～６００ｎｍ、赤色であれば６００ｎｍ以上の波長を透過させて色純度を高
めている。製法としては、感光性樹脂層に染料や顔料を分散させた着色感材を材料として
、これを塗布、露光、現像と繰り返してパターンを形成させる方法が一般的であり、特に
最近では耐性面から染料よりも顔料を分散させたカラーフィルタが多くなっている。分散
材として用いられる代表的な顔料としては、アゾレーキ系、不溶性アゾ系、縮合アゾ系、
フタロシアニン系、キナクリドン系、ジオキサジン系、イソインドリノン系、アントラキ
ノン系、ベリノン系、チオイン系、ベリレン系、これらの混合系等がある。　
【００３６】
　色変換層２は、有機発光層から発光された近紫外領域ないし可視領域の光を蛍光色素が
吸収して異なる可視光を発する機能を有する層である。これは蛍光色素と入射させる光の
組み合わせによって、様々な波長領域の蛍光を発することができる。また、例えば、青色
に発光された光を吸収して赤色領域の蛍光を発することによって、波長を選択的に透過さ
せて赤色領域の光を出射するよりも強い光を出力することも可能であり、これらは色変換
方式の有機ＥＬ素子に応用されている。製法としては、感光性樹脂層に蛍光色素を分散さ
せた着色感材を材料として、これを塗布、露光、現像と繰り返してパターンを形成させる
方法が一般的である。青色ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍
光色素としては、例えば３－（２’－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリ
ン（クマリン６）、３－（２’－ベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン
（クマリン７）、３－（２’－Ｎ－メチルベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－
クマリン（クマリン３０）、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－トリフル
オロメチルキノリジン（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（クマリン１５３）等のクマリン
系色素、あるいはクマリン色素系染料である、ベーシックイエロー５１、さらにはソルベ
ントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６等のナフタルイミド系色素等が挙げられる
。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば
使用することができる。
【００３７】
　また青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、
例えばローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１、ローダミン
１１０、スルホローダミン、ベーシックバイオレット１１、ベーシックレッド２等のロー
ダミン系色素、シアニン系色素、１－エチル－２－［４－（ｐ－ジメチルアミノフェニル
）－１，３－ブタジエニル］－ピリジニウムパークロレート（ピリジン１）等のピリジン
系色素、あるいはオキサジン系色素等が挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性
染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができる。　　　　
【００３８】
　平坦化層３は、その名の通り、色変換層２の平滑化を目的として所望により配設される
ものであり、光透過性に富み、且つ、色変換層２を劣化させることなく配設できる材料お
よびプロセスを選択する必要がある。また、平坦化層３の上面に、無機ガスバリア膜や透
明導電膜等を形成する場合、更に、スパッタ耐性も要求されることとなる。　　
【００３９】
　前述の通り、平坦化層３は平滑化の目的も併せ持つので、一般的には塗布法で形成され
る。その際、適用可能な材料としては、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を、光およ
び／または熱処理して、ラジカル種やイオン種を発生させて重合または架橋させ、不溶不



(8) JP 2009-123648 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

融化させたものが一般的である。また、該光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂は、蛍光
色変換膜のパターニングを行うために硬化をする前は有機溶媒またはアルカリ溶液に可溶
性であることが望ましい。
【００４０】
　具体的に光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂とは、
（１）アクロイル基やメタクロイル基を複数有するアクリル系多官能モノマーおよびオリ
ゴマーと、光または熱重合開始剤からなる組成物膜を光または熱処理して、光ラジカルや
熱ラジカルを発生させて重合させたもの、
（２）ポリビニル桂皮酸エステルと増感剤からなる組成物を光または熱処理により二量化
させて架橋したもの、
（３）鎖状または環状オレフィンとビスアジドからなる組成物膜を光または熱処理により
ナイトレンを発生させ、オレフィンと架橋させたもの、
（４）エポキシ基を有するモノマーと光酸発生剤からなる組成物膜を光または熱処理によ
り、酸（カチオン）を発生させて重合させたもの等が挙げられる。特に（１）の光硬化性
又は光熱併用型硬化性樹脂が高精細でパターニングが可能であり、耐溶剤性、耐熱性等の
信頼性の面でも好ましい。
【００４１】
　その他、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエ
ーテルサルホン、ポリビニルブチラール、ポリフェニレンエーテル、ポリアミド、ポリエ
ーテルイミド、ノルボルネン系樹脂、メタクリル樹脂、イソブチレン無水マレイン酸共重
合樹脂、環状オレフィン系等の熱可塑性樹脂や、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ウレタ
ン樹脂、アクリル樹脂、ビニルエステル樹脂、イミド系樹脂、ウレタン系樹脂、ユリア樹
脂、メラミン樹脂等の熱硬化性樹脂、あるいは本願の色変換層のマトリクスにも適用して
いる、シリコーンポリマー、或いはポリスチレン、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネ
ート等と３官能性、あるいは４官能性のアルコキシシランを含む樹脂変性型シリコーンポ
リマー等も利用することができる。平坦化層３の厚さは、０．５～１０μｍとすることが
できる。
【００４２】
　色変換層２を積層した基板１を、有機発光素子と組み合わせる場合、色変換層２から発
生する水分から有機発光素子を守る目的で、平坦化層３上面にガスバリア層４を積層して
もよい。ガスバリア層４は透明且つピンホールのない緻密な膜が求められ、例えば、Ｓｉ
Ｏｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、ＴａＯｘ、ＺｎＯｘ等の無機酸化
物、無機窒化物等が使用できる。ガスバリア層４の形成方法としては特に制約はなく、ス
パッタ法、ＣＶＤ法、真空蒸着法、ディップ法等の慣用の手法により形成できる。ガスバ
リア層４の厚さは、５０～３０００ｎｍとすることができる。
【００４３】
　なお、本発明の有機ＥＬ素子は、図１に示した実施の形態に限定されず、その他の実施
形態を採用することができる。図１では、ボトムエミッション型を示したが、トップエミ
ッション型を採用することもできる。また、図１では、基板１と陽極５の間に色変換層２
、平坦化層３及びガスバリア層４を形成したが、陰極９の上に、色変換層、平坦化層及び
ガスバリア層を形成することもできる。更に、図１では、陰極９が第１金属層７と第２金
属層８の２層からなる場合を示したが、第１金属層７と第２金属層８との間に、１層又は
複数の金属中間層を形成することもできる。この金属中間層としては、第１金属層と同様
の材料を使用することができる。
【実施例】
【００４４】
　画素数（３２０×ＲＧＢ）×２４０ドット、画素ピッチ１１０×３３０μｍのサブドッ
ト数２３０，４００の有機薄膜発光ディスプレイパネルに本発明を適用した。　　　
【００４５】
　図１に示すようにガラス基板１上に図示しないＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィルタ及び色変換
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た。その後、ＳｉＮｘからなるガスバリア層４をＣＶＤ法にて厚さ３００ｎｍ形成した。
【００４６】
　次いで、各サブピクセルを分離するためのシャドーマスクをレジスト材料で形成した。
蒸着装置に基板１を仕込んで１０-6Ｐａ以下の圧力において有機ＥＬ層６を全体の厚さが
１００ｎｍになるよう蒸着した。次いで、圧力を維持しつつ別の金属蒸着用のチャンバー
に移送し、真空チャンバーの圧力が１０-6Ｐａ以下という真空度で、陰極用材料を蒸着し
た。
【００４７】
　有機ＥＬ層６上に、アルミニウムのみを蒸着で厚さが５０ｎｍとなるよう形成したとき
、上述の式（４）のＲtotalは約３２０Ωで、取り出し電極から最も遠いサブピクセルの
電圧降下は、８．４Ｖであった。更にこの上に厚さ５００ｎｍになるようにＡｌとＭｇの
２元蒸着をおこなった。このときＭｇの組成が５０原子％になるように水晶振動子の膜厚
モニタでアルミニウムとマグネシウムの蒸着速度を制御した。その結果、抵抗は４０Ωに
低減し、電圧降下は１．１Ｖになった。また、純バイアスのみの印加で３箇所のリークが
あったが、－１０Ｖの逆バイアス印加で全てのリーク箇所が消滅した。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の有機ＥＬディスプレイに組み込まれる有機ＥＬ素子の一実施の形態を模
式的に示す断面図である。
【図２】従来の有機ＥＬ素子を模式的に示す断面図である。
【図３】パッシブマトリクス方式におけるスキャンラインの電圧降下の説明図である。
【図４】アルミニウムとマグネシウムの二元状態図である。
【図５】アルミニウムと亜鉛の二元状態図である。
【図６】銀とアルミニウムの二元状態図である。
【図７】銀とマグネシウムの二元状態図である。
【図８】銀と亜鉛の二元状態図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　基板
２　色変換層
３　平坦化層
４　ガスバリア層
５　陽極
６　有機ＥＬ層
７　第１金属層
８　第２金属層
９　陰極
３１　スキャンライン
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